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1.Principe

2.Réalisations

3. Résultats sur films minces
- SiO2
- AlN
- Carbone
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II. Réalisations
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Double-Ruban
Rubans Thermosensibles :  20 x 200 µm 2 -5 x 50 µm 2 – 2 x 20 µm 2

II- Réalisations
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II. Réalisations
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III. Résultats
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III. Résultats
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Data Sensor

Data Fit

1.2 µm SiO 2 / Si (100)

500 nm SiO 2 / Si (100)
10

-6
10

-5

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

temps [s]

V
*=

 (
V

/V
m

ax
)

Avec 3 autres Resistances à hautes frequences

 

 

Signal thermique
modele pour Lambda=1.4W/(m.K)
modele pour Lambda=1.2W/(m.K)
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Cross-plane thermal conductivity sensitive
In-plane thermal conductivity sensitive
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III. Résultats SiO2



•Aluminum Nitride AlN
Single-cristal ~ 300  W/m.K Poly-cristal ~[1- 200] W/m.K

Film thickness 100nm – 10µm - Grain Size 1nm -
100 nm - Columnar Structure - Mean Free Path
Limitation

•Boron Nitride BN 
SingleSingle --cristalcristal~400 W/mK

Plasma-Deposited Dielectrics as Effective Thermal V ias

•CNT[1000- 2300] W.m-1.K-1

• Nanocomposites AlN/CNT

AlNAlN /CNT/CNT
AlNAlN

SiSi

SiOSiO22 SingleSingle --cristalcristal ~ 1.5  W/1.5  W/m.Km.K

III. Résultats. Nano-composites
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III. Résultats AlN
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Experimental signal
Model with k= 18 W/mK
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III-Résultats Carbon Nanowalls

microwave plasma chemical vapour deposition

YAG-Nd 10 ns


